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はじめに：均一性の高い高輝度 LED の開発を目的に、Ag ナノインクの印刷と熱処理による電
極の形成を検討している[1]。前回、n-GaN 上に印刷した Ag 電極の基本的な電気的特性を報告し
た[2]。今回は、GaN基板の表面が一般に高い撥水性を示すことに着目し、インクの重ね塗り回数
が少ない場合における電極の形状と電気的特性を明らかにする検討を行った。 

試料作製：サファイア基板上に AlN 低温バッファ層、厚さ 1 mのアンドープ GaN 層、厚さ 1 m

の n-GaN(Si : 8×10
16

 cm
-3

)をMOCVD 法で成長した(図 1)。n-GaN表面に Agナノインクをディス
ペンサにより１〜４回の塗布後、450 ℃、30分の熱処理を行うことによりショットキー電極を形
成した。 

結果と考察：図 2に典型的な Ag電極の金属顕微鏡像を示す。(a)1回塗布の試料では Agナノイ
ンクがGaN表面の大きな表面張力により小さな島状に分離して凝固していることがわかる。一方、
(b)4 回の重ね塗布を行った場合、塗布領域の周辺部以外では、分離していたインクは重なり、互
いに結合している。 

図 3 に界面顕微光応答法(SIPM)[3]でこれらの電極面内の光電流(Y)像を測定した結果を示す。
(a)1 回塗布の試料ではプローブと直接接触している数個の小さな島状の電極から信号が得られ、
数 μｍ平方の接触面積をもつことが観察された。(b)4 回塗布の試料では、結合により塗布領域の
大部分から信号が得られ、実際に電極界面を形成しているパターンが可視化できた。このように
SIPMは不均一な形状をもつ電極に対しても有効な評価手法であることが実証できた。 
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 Fig. 1. Device structure. 

Fig. 2. Optical microscope images of the Ag electrode 
surfaces printed in (a) once and (b) four times. 

Fig. 3. Y ( = 447 nm) maps of Ag electrodes printed 

in (a) once (magnified) and (b) four times (entire dot). 
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